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広い π 電子共役系を有するナフタレンジイ

ミドは大気中でも安定な n 型半導体材料とな

る可能性がある。我々は Fig. 1 に示す 2種のナ

フタレンジイミド誘導体の蒸着膜を作製した

ところ、分子構造のわずかな差で膜のモルフォ

ロジーが大きく異なることを見出した。そこで

それらの電気特性を比較した。 

製膜には真空蒸着法を用い、Bzl-NDI は 380 

˚C、PVB-NDI は 250 ˚C に加熱し、Al 蒸着ガ

ラス表面に 10 分間蒸着した。その後、膜表面

にAg電極を蒸着して電子オンリー素子を作製

し、I-V特性を測定した。 

真空蒸着法によっていずれも無色透明な薄

膜を得たが、Bzl-NDI膜は Fig. 2 の AFM 像に

示すように、一週間程度で膜表面に凝集が見ら

れた。Fig. 3の X 線回折に示すように、これは

膜の結晶化によるものと考えられる。一方

PVB-NDI 膜は時間による変化は起こらず、非

晶質な構造を維持した。次に I-V特性を Fig. 4

に比較すると、Bzl-NDI は PVB-NDI に比較し

て 2 桁近く導電性が高いことがわかる。 

以上の結果から、Bzl-NDIは比較的分子同士

がスタッキングしやすい傾向があると推測さ

れ、電子輸送にとっては有用であるが、結晶化

によってモルフォロジーが悪化する難点があ

る。これに対し、PVB- NDIはスタッキングが

生じにくく均質な非晶構造を保持しやすい反

面、電子輸送には不利であると推測され、分子

構造のさらなる最適化が必要と考えられる。 

Fig. 1 Structure of naphthalenediimide derivatives 
 

 

 
Fig. 2 AFM images of Bzl-NDI film as deposited 

(a) and one week later (b), and PVB-NDI film as 

deposited (c) and one week later (d). 
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Fig. 3 XRD patterns of Bzl-NDI and PVB-NDI 

films in as-deposited state and afer one week. 
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Fig. 4 I-V characteristics for Al/Bzl-NDI or 

PVB-NDI/Ag device
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